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Description 

DOMAINE TECHNIQUE 

5 [0001] La presente Invention concerne une structure ^Interconnexions de type Damascene. Elle concerne aussi 
son precede de realisation. 

£TAT DE LA TECHNIQUE ANTERIEURE 

10 [0002] Les structures d'interconnexions des circuits integres sont conventionnellement realisees en aluminium dope 
par du cuiyre (Al-Cu), le taux de dopage etant de I'ordre de 2 a 4%. Le procede employe pour realiser ces structures 
dMnterconnexibrie consiste a deposer le metal, puis a le graver pour former le reseau des interconnexions et erifin a 
deposer, pardessus, un dielectrique qui sert a isoler les lignes de metal aussi blen Iat6ralement (Isolation inter-lignes) 
que vertlcalement (Isolation Inter-nlveaux). Ce procede est communement appele "convention n el" ou "gap fill" (rem- 

15 plissage des espaces Inter-lignes par le dielectrique). 

[0003] L'amelloratlon des performances des circuits (Vitesse, falble consommatl on) a necessite I'emplol de metaux 
plus conducteurs et de materlaux a falble permittivite. Pour la metallisation, leculvre, qui possede une reslstlvlte environ 
deux fois plus falble que Al-Cu, est apparu comme le mellleur candidat. Cependant, I'emploi du cuivre ne peut pas 
s'envisager dans une structure convention nelle car la gravure de ce materiau est tres difficile. C'est pourquoi il est 

20 employe dans une structure dite Damascene. 

[0004] Dans une structure Damascene, le reseau des interconnexions est forme par gravure de tranchees dans un 
dielectrique a tres falble permittivite, puis par depdt d'une couche barriere en nltrure metal lique suivi du remplissage 
de la tranchee par du cuivre. En dernier lieu, Texces de cuivre et de materiau barriere est elimine par poiissage afin 
de ne laisser que le dielectrique entre les lignes de metal. La realisation d'une telle structure necessite I'emploi de 

25 couches de materiau dielectrique d' interface a usage de masques durs, de couches barriere a la diffusion du cuivre 
ou de couches d'arr&t pour le poiissage meeaho-chimique (CMP). 

[0005] Comme materiau dielectrique d'interface dans les structures Damascene, les materlaux SI0 2 , Si 3 N 4 et SIO^Ny 
sont habltuejlement utilises du fait qu'ils sont deja coursmment employes dans la realisation des circuits IntSgres. En 
effet, ils sont utilises solt au niveau de la zone active descircuits en tantqu'isdlanta, soltau niveau des Interconnexions 
30 en tant que dielectriques IntermetaUIques ou en tant que dielectriques de passivation, lis peuvent etre deposes par 
des techniques variees mais bien connues : parcrpissance thermique d'oxyde, par CVD basse pression (LPCVD), par 
CVD atmospherique (APCVD) ou par CVD assiste par plasma (PECVD). 

[0006] Les proprietes requises pour les materiaux dielectriques d! interface dans les structures Damascene sont les 
suivantes : 

35 

Les materiaux a usage de barriere doivent posseder une bonne resistance a la diffusion du cuivre. 
Les materiaux a usage de masque dur doivent presenter une excellehte selectivity de gravure vis-a-vis des ma- 
teriaux sous^jacents de type organ ique ou mineral. 

Les materiaux a usage de couche dlarrdt au. poiissage doivent presenter une bonne resistance au poiissage m6- 
40 cano-chimiqueafin de permettre retimination du cuivre exc6dentaire au-dessus des lignes sans qu'il y ait degra- 

dation du dielectrique. Autrement dlt, ces materlaux doivent presenter une s6lectivite au poiissage 6lev6e vis-a- 
vis du cuivre. 

Tous c'es materiaux doivent de plus avoir de bonnes tenues eiectriques : falble constante dielectrique, faible courant 
defuite. 

45 - Les materiaux deposes directementsur les dielectriques a tres faible permittivite (matieriaux des masques durs et 
des couches d'arret) doivent presenter une bonne compatible chimique avec ces dielectriques. 

[0007] Parrrii ies materiaux dielectriques d'interface conventionhels, Si0 2 presente de bonnes qualites eiectriques 
et une bonne s6lectivit6 de gravure vis-a-vis des materiaux organ iques. Cependant, ses proprietes Sont Insuffisantes 
so sur les autres points. Si 3 N 4 pr6sente une bonne selectivite de gravure, une bonne resistance a i'abrasion ainsi qu'a la 
diffusion du cuivre maissa constante dielectrique est 6ievee. SiON est Interm6diaire entre Si 3 N 4 et Si0 2 . Ainsi, aucun 
de ces materiaux conventionhels ne possfcde I'ehsemble des propiietes requises. 

[0008] D'autre part, certains de ces materiaux dielectriques d'interface, deposes generalement par vdie PECVD a 
partir de gaz oxydants (O z , N 2 O t NO s , 0 3 ...), peuvent indulre une oxydatiOn de I'interface ou de toute la matrice du 
55 materiau a falble permittivite et ainsi degrader ses proprietes : constante dielectrique, courant de fuiie, densificatlon 
avec modification de l'6paisseur, perte d'adh6rence, modification chimique. Les materlaux dielectriques a tres falble 
permittivite a base Si-O a structure poreuse, comportant des radicaux carbon 6s (de type Si-R) ou hydrure (de type Sl- 
H) sont particulierement vises par ces degradations. En effet, pour ces materiaux, lors du depot de la couche de 
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materiau dielectrique d'interface, II se prod u It urie oxydatlon plus ou mo Ins proton da sel on leurporoslte. Cette oxydatlon 
Indult la formation de sllanol (SI-OH) et cf eau qui sont respectlvement des radlcaux ou des molecules tres polalres. 
[0009] II se pose done le probleme de trouver des materlaux dielectriques permettant ia realisation de couches 
d 1 interface satisfaisant I'ensemble des proprietes requises. 

5 

EXPOSE DE L* INVENTION 

[0010] L'invention pelmet la realisation de structures de type Damascene utiljsant des dielectriques a tres faible 
permittivite de type mineral a base Si-O ay ant une structure poreuse. Ces dielectriques a tres faible permittivite cem- 

10 portent des radtcaux organlques (par exemple Si-CH 3 ) ou hydrures (par example Si-H). II peut s'agir de xerogels, 
d'aerogels de methyle ou d'hydrogene silsesquioxane ou de tout autre materiau a base d'oxyde mineral poreux pouvant 
comporter des radlcaux organlques obtenus par etalement d'un precurseur ou par un procede CVD. Les couches 
dielectriques d'interface sont fbrmees par une association de sous-couches de SIOCH et de SICK 
[001 1 ] L'invention a done pour objet un procede^ de realisation d'une structure ^Interconnexions de type Damascene 

13 sur une face a connecter d'un dispositlf micro- electron Ique, le proc6de comprenant le dep6t d'au molns une couche 
de materiau dielectrique sur ladlte face a connecter, destinee a loger lesdltes interconnexions, le procede comprenant 
egalement le dep6t d'au molris une couche d'interface en materiau dielectrlque eh contact Intlme avec ladite couche 
de materiau dielectrique destinee a loger les interconnexions, caracterise en ce que ladlte couche ^'interface estfonmee 
par le depdt d'au molns une sous-couch e de SiOCH et d'au rtioins une sous-couch e de SjCH. 

20 [0012] Ayantageusement, le.depdt d'une couche de materiau dielectrlque destinee a loger les interconnexions con- 
siste a depbser une couche d'un materiau choisi parmi les : materlaux dielectriques a tres faible permittivite de type 
mineral a base Si-O ; comportant des radlcaux organlques ou hydrures. 

[0013] De preference, la couche d'interface comprend une sous-couche en SiCH depbsee sur et en contact avec la 
couche de materiau dielectrlque destinee a loger les interconnexions, une sous-couche en SiOCH etant depos6e sur 
25 et en contact avec la sous-couche en SICH. Dans ce cas, la sous-couche de SiOCH peut etre utilisee comme masque 
de gravure pour la sous-couche de SiCH en vue de loger ies interconnexions dans la couche de materiau dielectrique 
correspondante. 

[0014] Le dispositlf micro-electron Ique peiit etre realise sur dusiiiclum. 

[0015] Si les interconnexions sont en culvre, il est preyu le dep6t d'une couche metallique form ant barrlfere a la 
30 diffusion du cuivre dans la couche de mat6riau;dl§lectrtque destinee & loger ies Interconnexions. 

[0016] De maniere particuliere, Hnventipn a pqur objet un procede de reaiisation d'une structure d' Interconnexions 
de type double Damascene sur une face a connecter d ! un disposjtif micro-electron ique realise sur du silicium 0 ladite. 
face preseritarit des lignes conduetrices en cuivre a connecter, carabterise en ce quMI comprend les ietapes suivantes : 

35 - depdt sur ladite face a connecter d'une couche barri ere a la diffusion du cuivre en SiCH, 

depot sur la couche barriere d'une premiere couche de materiau dielectrique de tres faible permittivite pour le 
logement desdites interconnexions, 

depot d'une premiere couche d'interface sur ladite premiere couche de materiau dielectrique, comprenant une 
sous-couche : de SiCH, deposee sur et en contact avec la premiere couche de materiau dielectrique, et une sous- 
40 couche de SiOCH, 

gravure de trous dans ladite sous-couche de SiOCH, en vis-a-vis des ilgnes conduetrices a connecter, au moyen 
d'un masque; de resfne, Jusqu'a reveler: la sous-couche de SICH, 
ret rait du masque dereslne, 

- gravure de la partie de la sous-couche de SIGH revelee jusqu'a atteindre la premiere couche de materiau d|6lec- 
45 trique, 

depdt sur la premiere couche d'interface gravde d'une deuxieme couche de materiau dielectrique de tres faible 
permittivite pour le logement desdites intercbnnexibnsi 

- depdt d'urie deuxieme couche d'interface sur ladlte deuxieme couche de materiau dielectrique, comprenant suc- 
cesslvement une premiere sous-couche de SiCH, deposee sur et en contact avec la deuxieme couche de materiau 

so dielectrlque, une deuxieme sous-couche de SIOCH et une troisieme sous-couche de SICH, 

gravure de trous dans ladite troisieme sous^cpuche, en vis-a-vis des lignes conduetrices a connecter, au moyen 
d'un masque de resine, jusqu'a reveler la deuxieme sous-couche, 
retrait du masque de resine, 

graVure.de la partie de la deuxieme sous-couche reveiee et de la partie de la premiere sous-couche revelee par 
55 | a gravure de ia deuxieme sous-couche, 

gravure de trous au travers de la deuxieme couche de materiau dielectrique, de la premiere couche de materiau 
dielectrique et de la couche barriere, lesdltes couches d'interface servant de masque dur, jusqu'a reveler les lignes 
conduetrices, ladite troisieme sous-couche etant egalement eliminee, 
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dep6t unlforme d'une couche metallique servant de barriere a la diffusion du culvre sur I'empilement de couches 
gravees, 

depot d'une couche de culvre rempllssant les trous graves dans la structure, 

polissage de I'exces de cuivre et de la couche metallique recouvrant la deuxieme sous-couche pour reveler la 
5 deuxieme sous-couche et foumlr les Interconnexions. 



[0017] L'lnventlon a aussi pour objet una structure d' interconnexions de type Damascene sur une face cfun dlsposttlf 
micro-electronique, comprenant au mo ins une couche de materiau dielectrique destinee a loger lesdites intercon- 
nexions et comprenant au mo ins une couche d' interface en materiau dielectrique en contact intime avec ladite couche 
10 de materiau dielectrique destinee a loger les interconnexions, caracterisee en ce que ladite couche d'interface com- 
prend au moins une sous-couche de SiOCH et au moins une sous-couche de SiCH. 

[0018] Avantageusement, ia couche de materiau dielectrique destinee a loger lesdites interconnexions est une cou- 
che cfun materiau choisl parmi les materiaux dlelectrlques a tres falble permittlvite de type mineral a base Si-O, com- 
portent des radlcaux organlques ou hydrures. 
is [0019] De preference, ia couche d'interface comprend une sousTCouche en SICH sur et en contact avec la couche 
de materiau dielectrique destinee a loger les Interconnexions, une sous-couche en SIOCH etant dlsposee sur et en 
contact avec la sous-couche en SICH. 

[0020] Si les interconnexions sont en culvre, ia structure comprend une couche metallique formant barriere a la 
diffusion du cuivre dans la couche de materiau dielectrique destinee a loger les interconnexions. 
20 [0021] De man i ere particuliere, {'invention a pour objet une structure ^'Interconnexions de type double Damascene 
sur une face a connecter d'un dispositif micro-electron ique realise sur du silicium, ladite face presentant des Iignes 
conductrices en cuivre a connecter, caracterisee en ce qu'elle comprend : 

une couche barriere a la diffusion du cuivre en SiCH deposee sur ladite face, 
25 - une premiere couche de materiau dielectrique de tres falble permittlvite deposee sur la couche barriere, 

une premiere couche d'interface deposee sur ladite premiere couche de matoriau dielectrique, comprenant une 
sous-couche de SIGH, deposee sur et eh contact avec la premiere couche de materiau dielectrique, et une sous- 
couche deSiOGH, 

une deuxieme couche de materiau dielectrique de tres falble permittlvite deposee. sur ia premiere couche d'inter- 
30 face, 

une deuxieme couche d'interface deposed sur jadite deuxieme couche de materiau dielectrique, comprenant une 
premiere: sousTCouche de SiCHi deposee sur et eri contact avec la deuxieme couche de materiau: dielectrique, et 
une deuxieme sOus-couche de SIOCH, 

des intercpnnexjons en cuivre fraversant ladite structure pour. etablir des liaisons electriques avec lesdites Iignes 
35 conductrices, une couche barriere a la diffusion du cuivre separant les Interconnexions des couches de materiau 

dielectrique de tres faible perrnittivite. 

BREVE DESCRIPTION DES DESSINS 

40 [0022] L'invention sera mieux comprise et d'autres avantages et particularites apparattront a- la lecture de la des- 
cription quj vasulvre, don nee atltred'exemple non limltatif, accompagnee desdesslhs annexes comprenant les figures 
1 a 10 qui lliustrerit dlfferentes etapes de la realisation d'une structure d'intercbrihexions de type double Damascene 
selon la presehte. invention. 

45 DESCRIPTION DETAiLLEE D'UN MODE DE REALISATION DE L'INVENTION 

[0023] Comme il a ete dit plus haut, I'association de sous-cbuches de SiOCH et de SiCH presente I'ensemble des 
qualites requises pour r<§aliser une bonne couche d'interface. 

[0024] Le tableau ci-dessous compare le SiCH et le SiOCH a d'autres materiaux dielectriques utilises couramment 
so en micro-electronique. Les signes + et -, et leur nombre, indiquent respectivement leurs proprietes plus ou moins 
bonnes. 
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Proprietes 


Materiaux 


SiO z 


Si 3 N 4 


SiON 


SiCH 


SiOCH 


Constante Dielectrique 


4,3 


8 


6,5 


5,5 | 


2,7 


Selectfvite gravure fluoree/Si0 2 


0 


++ 


+ 


+++ 


+ 
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(suite) 



Proprietes 


Materiaux 


SI0 2 


Si 3 N 4 


SiON 


SiCH 


SiOCH 


Resistance a Pabraslon/Cu 


+ 


++ 


+ 


+++ 


++ 


Diffusion Cu 




++ 




+++ 




Compatibility chimique 




+■ 




+ 
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[0025] La dernier© ligne du tableau concerne la compatibility chimique entre chaque materiau du tableau avec lee 
materiaux di6lectriques destines a loger les Interconnexions. 

[0026] Le tableau montre que le SICH et le SiOCH allient a eux deux ("ensemble des qualltes requlses pour obtenir 
une bonne couche dMnterface : resistance a I'abraslon, a la diffusion du culvre et selectivity de gravure pour le SICH, 
15 faible constante diyiectrique pour le SIOCH. D'autre part, le SiCH est realise sans precurseur oxydant. De plus, ces 
deux materiaux preseritent entre eux une bonne compatibility etpeuventetre deposes dans un meme reacteur a partir 
de precurseurs equivalents de type mythyh dimethyl- ou trimethylsllane, voire phenylsiiane. Le SIOCH s'obtlent par 
adjonction d'un precurseur oxydant de type 0 2 , N 2 0, N0 2 , C0 2 ... 

[0027] Un exemple de realisation d'une structure do Mble Damascene va maintenant etre decrit en relation avec les 
so figures 1 a 1 0 qui sont des vues en coupe transversate et partielies d'une structure d'interconnexions de type double 
Damascene selon ('invention. 

[0028] La figure 1 montre une ligne de cuivre 1 affleurant sur une face 2 d'un dlelectrique 3 depose sur un substrat 
semircohducteur. On depose sur la face 2 une couche dMnterface 4 servant de couche barriered la diffusion du cuivre. 
La couche 4 poesede une epaisseur comprise entre 1 0 et 30 nm. 
25 [0029] Comme le montre la figure 2, une couche 5 de materiau diyiectrique a faible permittivity dite "dlelectrique via" 
est deposes sur la couche 4. Son epaisseur est comprise entre 0,5 et 1 yum. 

[0030] La figure 3 montre qu'une couche dMnterface 10a ete deposee sur la couche de materiau dlelectrique 5. La 
couche dMnterface 10, destinee a constituer un masque dur, comprehd urie sous-couche 11 en SICH deposee sur la 
couche de materiiau dielectrlque 5 et une sous-couche 12 de iSIOCH deposee sur la sous-couche 11 . La sous-couche 
30 1 1 peut avoir une epaisseur comprise entre 1 0 et 20 nm tandis que ;P Epaisseur de la sous-couche 12 est de I'ordre de 
100 nm. Cet empilementde spus-couches est compatible ayec : le materiau a faible permittlvite de la couche 5 car 
SiCH n'oxyde pas le dielectriqiie et permet de garahtir une excellente selectivity de; gravure : masque dur / dlelectrique 
a faibie pemnittivity. 

[0031] Eh vue de permettre ultyrieurement une liaison electrique avec la ligne 1 , une couChe de tysine photosensible 
35 20 est deposde sur la couche d'interface ou masque dur 1 0 et un trou de gravure 21 y est dyf ini en vis-a-vis de la ligne 1 . 
[0032] La gravure du masque dur 1 0 se fait en trqis opyrations. Un trou est d'abord gravy dans la sous-couche 12 
en SIOCH jusqu ! a ryvyier la sous-couche 11 en SiGH. La couche de rysine 20 est ensuite retlrye, la couche de die- 
lectrique via 5, qui est tres sensible a I'oxydation produite par les agents oxydants de retrait de rysine (plasma 0 2 , 
bases organ iques, etc.) , ytant alore prOtegye par la 60u6-c0uche 1 1 comme le montne la figure 4. Enfih^ la sous-couche 
40 11 est gravye en.se servant de la sous-couche 12 comme masque, la sous-couche 12 iytant partiellement gravee. 
[0033] Comme le montre la figure. 5, une couche 6 de matyriau di6lectrlque a faible permittivity dite "diy lectrique 
ligne" est deposee sur la couche dMnterface 10 et conible le trou realisy sur la couche d'ihteftace 10. L'epalsseur de 
la couche 6 peut ytre comprise entre 0,3 et 0,6 \im. . 

[0034] Une couche d'interface 30 est alors deposee sur la couche de matyriau diyiectrique 6 comme le montre la 
45 figure 6. La cbuche d'interface 30 comprend trpis spus-couches dans I'ordre de dypOt une sous-couche 31 en SiCH 
d ypaisseur infyrieure a 10 nm et compatible avec le matyriau diyiectrique de la couche 6, une sous-couche 32 en 
SiOGH d'une ypaisseur comprise entre 1 00 et 1 50 hm et uhe sous-cbucne 33 en SiCH d'ypaisseur lygdrement supy- 
rieure a la somme des ypalsseurs de la couche ^ et de la sous-couche 31 en SIGH; La couche d'interface 30 servlra 
de couche d'arr§t au polissage mycano-chimique et aussi de masque dur. La sous-couche 31 sert en particulier a 
50 eviter I'oxydation de la couche de diy lectriq u e 6 . La so us-cpuche: 32 sert de couche d'arrdt au polissage. Ella protege 
la couche de diyiectrique 6 des defauts d'uniformitys de polissage. Elle penmet de limiter reffet du retrait de cuivre lore 
de I'ytape de polissage mecano -chimique. La sous-couche 33 sert de contre-rhasque de gravure permettant de graver 
en une seuie ytape uh trou revelant (a ligne 1 . 

[0035] COmrfie le mOntre la figure 7, une couChe de resirie photosensible 40 est dyposye sur la couche dMnterface 
55 30 et un trou de gravure 41 y est dyf In j en vis-a-vis du trou precedemment gravy dans le masque dur 10. Un trou est 
d'abord gravy dans la sous-couche 33 en SICH avec arret .dans la sous-couche 32 en SiOCH. La rysine est alors 
retirye, le matyriau diyiectrique de la couche 6 ytant protegy par les sous-couches 31 et 32. 

[0036] Comme le montre la figure 8, la gravure du masque dur 30 est poursuivie jusqu'a ryvyier la couche de die- 
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lectrique llgne 6. La sous-couche 33 en SICH est gravee sur toute sa surface sur une epaisseur au moins equtvalente 
a I'epalsseur de la sous-couche 31 en SiCH. 

[0037] Le mater lau dletectiique a falble permltttvlte des couches 5 et 6 est ensutte grave au travers des trous realises 
dans les masques durs 10 et 30 jusqu'a attelndre la couche 4 en SiCH servant de couche barriere a la diffusion du 
cuivre. A ce niveau, le reste de la sous-couche 33 en SiCH ainsi que ia couche 4 en SICH au fond du trou grave 7 
sont graves en meme temps. La Hgne 1 est ainsi revelee comme le montre la figure 9. 

[0038] Une couche 8 en nitrure de tltane ou en nitrure de tantale, servant de barriere metalllque de diffusion, est 
deposee unifbrmement sur la structure. Cette couche adhere egalement sur les parois et sur le fond du trgu 7 qui est 
en suite rempli de cuivre. Le cuivre et la barriere metallique en exces 6ont ensuite polis avec arret dans la sous-couche 
32 en SiOCH. On obtient la structure representee a la figure 10 qul montre la presence d'une connexion en cuivre 9 
traversant la couche de die lectrique via 5 et la couche de didlectrique llgne 6 pour prendre contact avec la ligne 1 . 
[0039] L'exemple suivant va montrer tout I'lnteret de la structure selon ('invention. On suppose que la couche 6 
(dielectrique ligne) a une epaisseur de 0,4 ujti et possede une constants dlelectrique egale a 2, que la sous-couche 
d'arret 31 en SICH a une epaisseur de 5 nm, que la sous-couche 32 en SiOCH a une epaisseur de 50 nm apres 
polissageetque la sous-couche 12 en SIOCH a une epaisseur de 50 nm. Dansces conditions, la constante dlelectrique 
equlvalente a cet empllement est de 2,25. A tltre de comparison, I'emplol de SIN a la place du SICH et I'emplol de 
SI0 2 a la place du SIOCH conduiralt a une constante dletectrique equlvalente de 2,55. 



Revendications 

1. Precede de realisation d'une structure d'interconnexions de type Damascene sur une face (2) a connecter d'un 
dispositif micro-electronique, le procede comprenant le depotd'au moins une couche de materiau dielectrique (5, 
6) sur ladite face (2) a connecter, destinee a loger lesdites interconnexions (9), le precede comprenant egalement 
le depot d'au moins une couche d'interface (10, 30) en materiau dielectrique en contact Intime avec ladite couche 
de materiau dielectrique (5, 6) destinee a loger les interconnexions (9), caracterise an ce que ladite couche d'in- 
terface (10, 30) est forrnee par le depot d'au moins une sous-couche (12, 32) de SIOCH et d'au moins urie sous- 
couche de SICH (11 , 31 , 33). 

2. Procede selon la revendication 1, caracterlse en ce que le depot d'une couche de materiau dlelectrique (5, 6) 
destinee a loger les interconnexions (9) consiste a deposer une couche d'un materiau choisi parmi les materfaux 
dielectriques a tres faible permittivity de type mineral a base Si-O, comportant des radicaux organ iq u es ou hydru- 

• res. 

3. Procede selon I'une des revendications 1 ou 2, caracter|s6 en ce que la couche d'interface (10, 30) comprend une 
sous-couche en SiGH (11 , 31 ) depos6e sur et en contact avec la couche de materiau dielectrique (5, 6) destinee 
a loger les: interconnexions (9), une sous-couche en SiOCH (12, 32) 6tant deposee sur. et en contact avec la sous- 
couche en SICH (11, 31). 

4. Procede selon Tune quelconque des revendications 1 a 3, caracterise en ce que le dispositif micro-electroniqUe 
est realise sur du si licium (3). 

5. Procede selon rune quelconque des revendications 1 a 4, caracterise en ce que les Interconnexions (9) etant en 
cuivre, il est prevu le d§p6t d'une couche metaijique (8) :foirnant barriere a la diffusion du cuivre dans la couche 
de materiau dielectrique (5, 6) destinee a loger les interconnexions. 

6. Proc§d6 selon la revendication 3, caracterise en ce que ;ia sous-couche de SiOCH (i 2) est utilisee comme masque 
de gravure pbur la sous-couche de SICH (11) en yue 6o Ibger les ^interconnexions (9) dans la couche de materiau 
dielectrique correspondante. 

7. Proc§de de realisation d'une structure d'interconnexions de type double Damascene sur une face (2) a connecter 
d'un dispositif mlcro-electronique realise sur du sIMcium, ladite face (2) presentant des lignes conductrices en 
cuivre (1) a connecter, caracterise eh ce qu'il comprend les 6tapes suivantes : 

dep6t sur ladite face (2) a connecter d'une couche barriere a la diffusion du cuivre (4) en SiCH, 

depot sur la couche barriere (4) d'une premiere couche de materiau dielectrique de tres falble permittivite (5) 

pour le logement desdites Interconnexions,. 

dep6t d'une premiere couche d'interface (10) sur ladite premiere couche de materiau dielectrique (5), com- 
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prenant une sous-couch e (11) da SiCH, deposes sur et en contact avec la premiere couche da materiau 
dielectrique, et une sous-couche (12) de SIOCH, 

gravure de trous dans ladite sous-couche (1 2) de SIOCH, en vis-a-vis des llgnes conductrlces (1 ) a connecter, 
au moyen d'un masque de resine (20), jusqu'a reveler la sous-couche (11) de SiCH, 
retrait du masque de resine (20), 

gravure de la partie de la sous-couche (1 1 ) de SiCH revel ee jusqu'a atteindre la premiere couche de materiau 
dielectrique (5), 

depot sur la premiere couche d'interface (1 0) gravee d'une deuxieme couche de materiau dielectrique de tres 
faible permittivfte (6) pour le logement desdites interconnexions, 

depdt d'une deuxieme couche d'interface (30) sur ladite deuxieme couche de materiau dielectrique (6), com- 
prenant successivement une premiere sous-couche (31 ) de SiCH, deposee sur et en contact avec la deuxieme 
couche de materiau dielectrique (6), une deuxieme sous-couche (32) de SiOCH et une trolsieme sous-couche 
(33) de SICH, 

- gravure de trous dans ladite troisieme sous-couche (33), en vls-a-vls des llgnes conductrtces (1) a connecter, 
au moyen d'un masque de resine (40), Jusqu'a reV6ler la deuxieme sous-couche (32), 
retrait du masque de resine (40), 

gravure de la partie de la deuxieme sous-couche (32) reveiee et de la partie de la premiere sous-couche (31 ) 
revere par ia gravure de la deuxieme sous-couche (32), 

- gravure de trous (7) au trayers de la deuxieme couche de materiau dielectrique (6), de la premiere couche 
de materiau dielectrique (5) et de la couche barriere (4), lesdites couches d'interface (30, 10) servant de 
masque dur, jusqu'a reveler les lignes conductrtces (1), ladite troisieme sous-couche (33) etant egatement 
ellmin6e, 

ddpdt unifomnie d'une couche metallique (8) servant de barriere a la diffusion du cuivre sur I'empilement de 
couches gravees, 

depdt d'une couche de cuivre remplissant les trous (7) graves dans la structure, 

polissage de I'exces de cuivre et de la couche metallique (8) recouvrant la deuxieme sous-couche (32) pour 
reveler la deuxieme sous-couche (32) et fournir les interconnexions (9). 

Structure d' interconnexions de type Damascene sur une face d'un dlspositif mjcro-eiectronique, comprenant au 
molns une couche de materiau dielectrique (5,. 6) destines a: loger lesdites interconnexions (9) et comprenant au 
moins une couche d'interface (10) en materiau dielectrique eri contact intime avec ladite couche de materiau 
dielectrique destiriee a ibger les interconnexions, caracterisee en ce que ladite couche d'interface (1 0) cornprehd 
au molns une sous-couche de SiOCH (12) et au moins une sous-couche de SiCH (ti). 

Structure d'interconnexions selon la revendication 8, caract6ris6e en ce que la couche de materiau dielectrique 
(5, 6) destinee a toger lesdites interconnexions (9) est une couche d'un materiau choisi parmi les materiaux die- 
lectriques a tres faibje perm rttlvitd de type mineral a base Si-O, comportant des radicaux organiques ou hydrures. 

10. Structure d'interconnexions selOn I'une des revendications 8 ou 9, caracterisee en ce que la couche d'interface 
40 (to) comprend une sous-couche (1 1 ) en SiiCH suret en contact avec la couche de mate>iau djelectrique (5) destinee 

a loger les Interconnexions, une sous-couche (12) en SIOGH 6tant disposes suret eh contact avec la sous-couche 
(11) en SICH. 

11. Structure d'interconnexions selon I'une quelconque des revendications 8 a 10, caracterisee en ce que le dispositif 
45 micro-eiectronique est un dispositif realise sur du silicium (3). 

12. Structure ^interconnexions selon I'une quelconque des revendications 8 a 11 , caracterisee en ce que les inter- 
connexions (9) etant en cuivre, la structure comprend une couche metallique (8) forma nt barriere a la diffusion du 
cuivre dans la couche de materiau dielectrique (5, 6):destin6e a loger les interconnexions (9). 

50 

13; Structure dlinterconnexions de type double Damascene sur une face (2) a connecter d'un dispositif micro-electro- 
nique r6alis6 sur du silicium, ladite face (2) presentant des llgnes conductrtces (1) en cuivre a connecter, carac- 
terisee en ce qu'elle comprend : 

55 - une couche barriere a la diffusion du cuivre (4) en SiCH deposee sur ladite face (2), 

une premiere couche de materiau dielectrique de tres faible permittivity (5) depos6e sur la couche barriere (4), 
une premiere couche d'interface (10) deposee sur ladite premiere couche de materiau dielectrique (5), com- 
prenant une sous-couche (11) de SiCH, deposee sur et en contact avec la premiere couche de materiau 
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dielectrique (5), et une sous-couche (12) de SIOCH, 

une deuxieme couche de materiau dielectrique de tres faible permittlvlte (6) deposee sur la premiere couche 
. d'lnterface (10), 

une deuxieme couche d'interface (30) deposee sur ladite deuxieme couche de materiau dielectrique (6), com- 
5 prenant une premiere sous-couche (31) de SiCH, deposee sur et en contact avec la deuxieme couche de 

materiau dielectrique (6), et une deuxieme sous-couche (32) de SiOCH, 

des interconnexions (9) en curvre traversant ladite structure pour etablir des liaisons diectrlques avec lesdltes 
lignes conductrices (1), une couche barriere a la diffusion du cuivre (8) separant tes interconnexions (9) des 
couches de materiau dielectrique de tres faible permittivite (5, 6). 
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